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PROCEDE ET DISPOSITIF DE CONTROLS EN TEMPS REEL DE 
L'EPAISSEUR D 1 UNE COUCHE D'UN CIRCUIT INTEGRE 

L 1 invention est relative a un procede et a un 
dispositif de controle en temps reel de l'epaisseur d f une 
couche de circuit integre, ^au cours d'un processus de 
gravure. 

Lors de la fabrication de circuits integres, il 
peut apparaitre opportun de mesurer l'epaisseur d'une 
couche de ce circuit integre deposee au cours d'etapes 
anterieures de mise en ceuvre de ce processus de 
fabrication. 

C'est notamment le cas lors de la fabrication de 
cellules memoires de type EPROM, la technologie mise en 
ceuvre imposant, de fait, la realisation d'un empilement 
d' isolation entre deux couches conductrices designees par 
grille de commande et grille flottante (control gate et 
floating gate en langage anglo-saxon) respectivement . 

L f empilement realise, plus communement appele 0N0, 
pour Oxyde, Nitride, Oxyde, est constitue par une couche 
d f oxyde de silicium, Si0 2 , d'une couche de nitrure de 
silicium, Si 3 N 4/ et d'une seconde couche d f oxyde de 
silicium, cet empilement etant pris en sandwich entre 
l 1 electrode flottante et 1' electrode de grille. L» ensemble 
de la structure comprenant 1 ' empilement precite depose sur 
un substrat de silicium par exemple de type P, est isole 
par 1 1 intermediaire d'une couche d' oxyde de silicium ainsi 
que represents en figures la et lb selon une vue en coupe 
suivant la largeur, respectivement la longueur du canal. 

La structure et 1' empilement ainsi realises 
constituent une partie du cceur de la cellule memoire EPROM 



et permettent , notamment, la programmation par injection 
de charges electriques dans la premiere couche 
conductrice, la grille flottante, et la memorisation de 
l'etat de programmation ainsi realisee par tenue, dans le 
temps, de la charge injectee. 

L'epaisseur de la seconde couche d'oxyde de 
silicium, comprise entre la couche de nitrure de silicium 
Si3N 4 et la grille de commande peut varier entre 20 et 
50 Angstroms, 1 A = 10' 10 m, selon les technologies 
utilisees. Cette couche peut etre realisee par oxydation 
thermique classique ou par depot, quelle qu'en soit la 
nature . 

Le controle de la qualite et de l'epaisseur de 
cette deuxieme couche d'oxyde sont toutefois critiques car 
ils contribuent directement au premier ordre a garantir le 
non-vieillissement de la cellule memoire realisee, le non- 
vieillissement s 1 entendant de 1' absence de perte de 
charges electriques apres programmation. Pour une . 
description plus detaillee de la correlation existant 
entre le phenomene de vieillissement de ce type de cellule 
memoire EPROM et l'epaisseur de silicium, on pourra 
utilement se reporter aux articles intitules : 

■ Threshold Voltage Instability and Charge Retention in 
Non-volatile Memory Cell with Nitride/Oxide/Nitride 
double^layered Inter-poly Dielectric, publie par 
Seiichi Mori et al. 1991/IEEE/IRPS ; 

■ Bottojn-ox scaling for thin Nitride/oxide interpoly 
dielectric, publie par Seiichi Mori et al. IEEE 
Transactions on Electronic Devices, Vol.39, N°2, 
Feb. 1992 ; 
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■ Thickness Scaling Limitations Factors of ONO Interpoly 
Dielectrics, Seiichi Mori et al . IEEE Transactions on 
Electronic Devices, Vol.43, N°12, Jan. 1996. 

Actuellement , lors de la mise en oeuvre des 

5 processus de fabrication des cellules memoires EPROM, le 
controle, necessaire, de cette epaisseur est generalement 
effectue de maniere deportee, via un temoin de silicium 
distinct sur un equipement de mesure approprie, c'est-a- 
dire en dehors du processus de fabrication effectue sur 

10 les plaques de production. 

Ainsi, la technique de mesure precitee peut, outre la 
perte de temps de mise en oeuvre inherente a une mesure en 
temps differe, presenter un probleme majeur de fiabilite, 
car les cinetiques d'oxydation sur silicium et sur nitrure 

15 de silicium peuvent etre tres differentes. Ainsi, pour une 
meme epaisseur d ' oxyde de silicium realisee sur un temoin 
de silicium, 1' epaisseur correspondante d' oxyde de 
silicium peut varier d'un facteur 1 a 1/3, sur plaque de 
production . 

20 En outre, la realisation de cette couche d' oxyde de 
silicium necessite d'utiliser un equipement de mesure 
performant permettant . d'effectuer la mesure de cette 
couche sur ce temoin. 

La presente invention a pour objet de remedier aux 

25 inconvenients precites de 1 1 art anterieur par suppression 
de la mise en oeuvre d'un temoin de depot d 1 oxyde de 
silicium et par mise en oeuvre en temps reel d'un procede 
de mesure de 1' epaisseur d'une couche d'un circuit integre 
au cours du processus de fabrication, notamment de 

30 gravure, de ce circuit integre. 



Le procede de mesure en temps reel de l'epaisseur 
d'une couche d'un circuit integre, cette couche, dite 
couche a mesurer, etant deposee sur une couche sous- 
jacente, est mis en ceuvre au cours d'une operation de 
gravure du substrat de ce circuit integre incorporant ces 
couches . 

II est remarquable en ce qu'il consiste a suivre 
1 ' avancement du front de gravure de chaque couche du 
circuit integre, par 1 ' intermediaire d'un trace en temps 
reel du spectre d' emission optique du produit de la 
reaction de gravure sur au moins une composante spectrale 
de la couche sous- jacente, a etablir, en fonction du 
temps, une distribution de 1' amplitude de 1' emission 
optique du produit de la reaction de gravure, et a 
determiner, sur cette distribution, la transition de 
1' emission optique lors du passage du front de gravure de 
la couche a mesurer a la couche sous- jacente . L'epaisseur 
de la couche a mesurer est calculee a partir de cette 
distribution et de la transition, par correlation a cette 
transition sur cette distribution. 

Le procede objet de la presente invention peut 
etre applique a la mesure de l'epaisseur de couches de 
circuits integres deposees sur une couche sous- jacente de 
tout type, mais apparait plus particulierement adapte a la 
mesure de l'epaisseur de la deuxieme couche d'oxyde de 
silicium deposee sur une couche sous-jacente de nitrure de 
silicium telles que celles qui sont mises en ceuvre dans 
les cellules EPROM a l'echelle industrielle • 

II sera mieux compris a la lecture de la 
description et a 1 ' observation des dessins ci-apres dans 



lesquels, outre les figures la et lb relatives a l ! art 
anterieur : 

- la figure 2 represente, a titre purement 
illustratif, un organigramme des etapes de mise en ceuvre 
du procede objet de la presente invention ; 

- la figure 3 represente un diagramme de 
distribution temporelle de 1 1 amplitude d' emission optique 
du produit de gravure pour une composante spectrale de la 
couche sous-jacente a la couche a mesurer constitute par 
du nitrure de silicium ; 

- la figure 4 represente une loi d'etalonnage de 
l'epaisseur effective de la couche a mesurer en fonction 
du temps de gravure entre le debut de la gravure et la 
transition d' amplitude de distribution, lorsque la couche 
a mesurer est de 1 1 oxyde de silicium et la couche sous- 
jacente du nitrure de silicium ; 

- la figure 5 represente le schema d'une 
installation permettant la mise en ceuvre du procede objet 
de la presente invention. 

D'une maniere generale, on indique que le procede 
de mesure en temps reel de l'epaisseur d'une couche d'un 
circuit integre peut etre applique a la mesure de couches 
de toute nature au cours de la gravure d'un circuit 
integre de type quelconque. 

Ainsi, le circuit integre ou le substrat support 
de ce dernier est place dans un reacteur tel qu'un 
reacteur de type diode, 1' excitation electromagnetique 
etant une excitation radiof requence ou micro-onde, dans 
lequel une atmosphere de gravure appropriee a ete creee. 
Le procede objet de 1' invention peut etre mis en ceuvre a 
partir de tout equipement de gravure de type monoplaque 
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controle par un microprocesseur moyennant une adaptation 
materielle, laquelle sera decrite ulterieurement dans la 
description. 

Diffferentes indications relatives a une mise en 

5 ceuvre specif ique du procede objet de la presente invention 
pour determiner l'epaisseur de la deuxieme couche d'oxyde 
Si0 2 d'une cellule memoire de type EPROM seront toutefois 
donnees afin d'illustrer une mise en ceuvre particuliere 
non limitative du procede precite. 

10 En reference a la figure 2, on indique que le 

circuit integre ou le substrat support de celui-ci 
comporte une couche a mesurer et une couche sous-jacente, 
ce circuit integre, a 1 ' etape A, etant place dans le 
reacteur de gravure precedemment mentionne. 

15 En reference a la figure 2 precitee, le procede 

objet de 1' invention consiste, en une 6tape B, a suivre 
1 1 avancement du front de gravure de chaque couche de 
circuit integre par 1 ' intermediaire d'un trace en temps 
reel du spectre d f emission optique du produit de la 

20 reaction de gravure sur au moins une composante spectrale 
de la couche sous-jacente precitee. De maniere plus 
specifique, on indique que le front de gravure est 
constitue par la rencontre de 1' atmosphere de gravure 
creee dans le reacteur, cette atmosphere de gravure etant 

25 1 1 atmosphere creee au cours du processus de gravure 
proprement dit dans les conditions de gravure pr§citees, 
avec la couche soumise au processus de gravure proprement 
dit. Le produit de la reaction de gravure consiste 
essentiellement en 1 ' atmosphere de gravure, laquelle est 

30 sensiblement modifiee au cours de la rencontre successive 
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20 



25 



des 



couches par le front de gravure precedemment 



30 



mentionne . 

Selon un aspect remarquable du precede objet de la 
presente invention, la composante spectrale de la couche 
sous-jacente est determinee par une longueur d'onde X = Xo 
caracteristique de la couche sous-jacente precitee. Ainsi, 
I- Mission optique du produit de la reaction de gravure 
pour la composante spectrale, e'est-a-dire la longueur 
d'onde precitee, permet de verifier 1 ■ avancement du front 
de gravure dans la succession des couches rencontrees par 
ce dernier, ainsi qu'il sera decrit ci-apres. 

En ce qui concerne le spectre d' emission optique 
du produit de la reaction de gravure, on indique que 
celui-ci est etabli pour 1' amplitude de 1' emission optique 
du produit de la reaction de gravure pour la composante 
spectrale precitee, e'est-a-dire la longueur d'onde X - Xc 

Dans ces conditions, 1« etape B precitee est alors 
suivie d'une etape C consistant a etablir en fonction du 
temps une distribution, notee D, de 1' amplitude de 
1- emission optique du produit de la reaction de gravure 
precitee, cette distribution etant notee D = I (t) . 

Conformant a un aspect remarquable du precede 
objet de la presente invention, celui-ci consiste ensuite, 
en une etape D, a determiner, sur la distribution D 
precitee, la transition de 1' amplitude de 1'emission 
optique lors du passage du front de gravure de la couche a 
mesurer a la couche sous-jacente. Cette determination 
permet ainsi de mesurer une valeur de temps a partir d'une 
origine de gravure, cette valeur de temps const ituant une 
mesure de la duree pour 1'atteinte par le front de gravure 
de la couche sous-jacente precitee. La transition 



T est 



definie a partir d* elements numeriques tenant compte 
notamment du front de montee de la transition notee T. 

L ! etape D est alors suivie d'une etape notee E, 
consistant a calculer, a partir de la distribution D et de 
la transition T, l'epaisseur de la couche a mesurer par 
correlation a la position temporelle de cette transition 
sur la distribution D precitee. 

Alors que la composante spectrale de la couche 
sous- jacente est une longueur d'onde X 0 d 1 emission 
remarquable caracteristique de la couche sous-jacente 
precitee, on indique que lorsque la couche a mesurer est 
constitute par la deuxieme couche d'oxyde de silicium et 
que la couche sous-jacente est constitute par une couche 
d' arret en nitrure de silicium telles que celles 
introduites dans les cellules memoires EPROM prectdemment 
mentionnees, la composante spectrale de la couche sous- 
jacente est la raie du nitrure de silicium a 405 nm. 

Une description plus detaillee de la mise en ceuvre 
des etapes C, D et E de mise en ceuvre du procede telles 
que decrites en liaison avec la figure 2 sera maintenant 
donnee en liaison avec les figures 3 et 4 dans 1 ' exemple 
non limitatif de la mesure de l'epaisseur de la deuxieme 
couche d'oxyde de silicium precitee. 

Dans une telle situation, le procede objet de la 
presente invention est mis en ceuvre au cours de la 
realisation de cellules EPROM, lesquelles necessitent un 
nombre important d 1 etapes de fabrication, les etapes 
essentielles necessaires etant simplement rappelees a 
titre illustratif en liaison avec les figures la et lb. 

Pour obtenir une cellule EPROM telle que 
representee aux figures precitees, outre les etapes 



necessaires de preparation du substrat de silicium, il 
faut en outre successivement effectuer : 

a) la realisation de la premiere couche d'oxyde de 
silicium ; 

b) la realisation de la couche d 1 arret de nitrure de 
silicium Si3N 4 ; 

c) la realisation de la deuxieme couche d'oxyde de 
silicium ; 

d) l'etalement d'une resine photosensible ; 

e) 1' exposition par 1 ' intermediaire d'une machine 
photolithographique d'un reticule definissant les 
zones dans lesquelles 1 1 on realise l'empilement des 
couches de premier oxyde de silicium, de nitrure de 
silicium et de deuxieme couche d'oxyde de silicium, 
conformement aux figures la et lb precitees ; 

f) le developpement de la resine photosensible ; 

g) la gravure dans un reacteur a plasma de l'empilement 
residuel inutile, afin d'assurer la f onctionnalite de 
la cellule dans la configuration representee en 
figures la et lb. 

Dans le cadre du processus de fabrication precite, 
le procede objet de la presente invention consistant a 
controler l'epaisseur de la deuxieme couche d'oxyde de 
silicium realisee a l'etape c) est mis en ceuvre au cours 
de l'etape e) precedemment mentionnee. 

En ce qui concerne l'etape B de suivi de 
l'avancement du front de gravure du procede objet de 
1' invention, cette etape est realisee par la detection de 
la longueur d'onde caracteristique X 0 = 405 nm du nitrure 
de silicium et la mesure de I 1 amplitude d' emission optique 
du produit de gravure. On comprend en particulier que les 
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valeurs de l 1 amplitude d' emission optique peuvent etre 
memorisees afin d' assurer le suivi de 1 1 avancement du 
front de gravure precite. 

A l'etape C, on dispose, apres la mise en ceuvre de 

5 l'etape B, d f un ensemble de valeurs, lesquelles sont 
representees en figure 3, ces valeurs constituant des 
valeurs d 1 amplitude d' emission optique en fonction du 
temps I(t) du produit de gravure. 

Sur la figure 3, on a represents une amplitude 

10 relative d' emission optique au cours de la gravure d'un 
substrat support d'une cellule m^moire EPROM pour une 
plaque n°l et respectivement pour une plaque n°2 servant 
de plaque temoin. L'axe des ordonnees est gradue en 
valeurs d' amplitude relative et 1 1 axe des abscisses en 

15 temps en secondes. La distribution D = I(t) representant 
le trace de 1' emission optique en fonction du temps est 
alors une courbe de type "courbe en cloche". L' amplitude 
de 1' emission augmente lors de 1' apparition de la couche 
de nitrure, la deuxieme couche d'oxyde, couche a mesurer, 

20 etant alors gravee, pour disparaitre ensuite, lors de 
l'arrivee du front de gravure sur la premiere couche 
d 1 oxyde . 

A l'etape C, on dispose ainsi d'une distribution 
temporelle de 1' amplitude d' emission optique du produit de 
25 gravure, la distribution D = I(t). 

En ce qui concerne l'etape D consistant a 
determiner sur la distribution la position temporelle de 
la transition T de 1' amplitude d' emission lors du passage 
du front de gravure de la couche a mesurer a la couche 
30 sous- jacente, on indique que cette determination peut 
avantageusement etre realisee par mise en evidence d'une 
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augmentation significative du niveau de 1' amplitude 
d' emission en raison de ce passage- 
En reference a la figure 3 precitee, on indique 
que pour la distribution consideree, le niveau d 1 amplitude 
d' emission optique en debut de gravure, c'est-a-dire lors 
du processus de gravure de la couche correspondant a la 
grille de commande, correspond a une amplitude 
sensiblement constante de l 1 emission optique en raison de 
la discrimination realisee par la longueur d'onde X, 0 
caracteristique de la couche sous-jacente Si3N 4 . 

L 1 augmentation significative peut alors, a titre 
d'exemple non limitatif, etre prise egale a une 
augmentation de 50% de la valeur de 1' amplitude d 1 emission 
optique lors de la gravure de la grille de commande, cette 
amplitude a l'origine constituant sensiblement une 
amplitude de reference pour la distribution D consideree. 

On comprend -ainsi qu' alors que 1' amplitude de 
1' emission optique pour la grille de commande et pour la 
deuxieme couche d'oxyde Si02 est sensiblement constante, 
la rencontre par le flanc de gravure de la couche sous- 
jacente Si3N 4 provoque une augmentation brusque de 
l 1 amplitude d 1 emission en raison d'une emission optique 
importante des la rencontre par le front de gravure de la 
couche sous- j acente precitee . 

Ainsi, il est possible sur la distribution D 
precedemment mentionnee de definir un temps de gravure 
d'origine, note t 0 , et un temps ti pour lequel la couche 
sous-jacente precitee est reputee atteinte lors de 
l'atteinte par l 1 amplitude de 1' emission optique de 
1 1 augmentation de 50% precedemment mentionnee. 
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L'etape D peut alors etre suivie de l'etape E, 
laquelle consiste, a partir de la distribution D et de la 
transition T reperee par les instants t 0 et ti, a calculer 
l'epaisseur de la couche a mesurer, c'est-a-dire de la 
deuxieme couche d'oxyde, par correlation entre la duree 
separant le debut de la gravure a 1 ' instant t 0 et 
l'atteinte de la couche sous-jacente a 1' instant ti. 

Selon un aspect remarquable du procede objet de la 
presente invention, on indique qu 1 en raison de la vitesse 
de gravure sensiblement constante de progression du front 
de gravure au travers des diverses couches rencontrees par 
ce dernier, la correlation entre l'epaisseur de la couche 
a mesurer, notee e, a la position de la transition T sur 
la distribution D, peut avantageusement etre conduite a 
partir d'une cornbinaison lineaire reliant le temps de 
gravure, c'est-a-dire la duree ti-t 0 , et l'epaisseur 
calculee, e, de la couche a mesurer. On comprend en effet 
que du fait de la discrimination de la longueur d'onde X 0 
associee a la couche sous-jacente, 1 ' avenement de la 
transition T est suffisamment bref pour que, pour une 
vitesse de gravure sensiblement constante prealablement a 
cette transition, l'epaisseur effective de la couche a 
mesurer verifie la cornbinaison lineaire precitee. 

Bien entendu, les parametres de la cornbinaison 
lineaire . precedemment mentionnee peuvent etre determines 
par etalonnage en fonction de la nature respective de la 
couche a mesurer et de la couche sous-jacente. 

Un exemple de mise en ceuvre du calcul de 
l'epaisseur effective de la couche a mesurer lorsque cette 
couche est la deuxieme couche d'oxyde de silicium 
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precedemment mentionnee d'une cellule memoire EPROM sera 
maintenant donne en liaison avec la figure 4. 

En reference a la figure precitee, on indique que 
pour des conditions de gravure specif iques, I'epaisseur 
effective 7 de la deuxieme couche d'oxyde de silicium 
verifie la relation e = a.0+p. 

Dans la relation precedente, on indique que 0 designe la 
duree ti-to precedemment mentionnee, a represente une 
valeur de pente de la combinaison lineaire precitee, 
a = 1/16, et p represente 1 1 ordonnee a 1 1 origine 
sensiblement egale a P = 5,16. Les valeurs d'epaisseur 
effective obtenues sont donnees en nm pour une duree 0 
exprimee en secondes. 

En ce qui concerne la mise en ceuvre du procede 
objet de la presente invention, on indique que celle-ci 
peut etre effectuee grace a 1 1 installation representee en 
figure 5. 

Alors que le reacteur R contient le substrat S 
soumis au processus de gravure par plasma, represente par 
le champ electrique E, le reacteur R precite peut 
avantageusement etre muni d'une fenetre F en quartz 
permettant d' observer le produit de gravure au moyen d'un 
monochromateur M dont la longueur d'onde est centree sur 
la valeur X 0 precedemment mentionnee dans la description. 
Le monochromateur M peut alors etre avantageusement relie 
a un micro-ordinateur MO permettant d' assurer la gestion 
des donnees de mesure d 1 amplitude d 1 emission optique du 
produit de gravure delivree par le monochromateur M. 

Le micro-ordinateur MO peut avantageusement 
comporter un logiciel d 1 acquisition des parametres de la 
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distribution D, en particulier la valeur de la duree 0 
precedemment mentionnee, cette acquisition etant bien 
entendu effectuee pendant le processus de gravure. 

Enfin, un logiciel de calcul dans lequel peuvent 
etre introduits des parametres permettant de caracteriser 
la couche a mesurer, la couche sous-jacente et la longueur 
d'onde associee a cette derniere permet, a partir d'une 
base de donnees specifique, de determiner les parametres 
de la combinaison lineaire a et P et bien entendu de 
calculer directement l'epaisseur effective de la couche a 
mesurer . 

On a ainsi decrit un procede et une installation 
de mesure en temps reel de l'epaisseur d'une couche d'un 
circuit integre particulierement performants par le fait 
que la mesure de l'epaisseur de 1 ' oxyde est effectuee au 
cours du processus de gravure du circuit integre, c'est-a- 
dire en 1' absence d' operations deportees susceptibles de 
rallonger le processus de fabrication proprement dit, le 
procede objet de la presente invention etant pour cette 
raison qualifie de procede de mesure en temps reel. Ainsi, 
la mesure effective de l'epaisseur d'une couche a mesurer 
est effectuee lors du passage dans le reacteur de gravure 
directement sur la plaquette de production pour chaque 
substrat traite. 
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RE VEND I CAT I ON S 

1. Procede de mesure en temps reel de l'epaisseur 
d'une couche d'un circuit integre, cette couche a mesurer 
etant deposee sur une couche sous-jacente, ce procede 
etant conduit au cours d'une operation de gravure du 
substrat de ce circuit integre incorporant ces couches, 
caracterise en ce qu ! il consiste : 

a suivre 1 1 avancement du front de gravure de chaque 
couche de circuit integre, par 1 ' intermediaire d'un 
trace en temps reel du spectre d' emission optique du 
produit de la reaction de gravure sur au moins une 
composante spectrale de ladite couche sous-jacente ; 
a etablir, en fonction du temps, une distribution de 
1' amplitude de 1' emission optique du produit de la 
reaction de gravure ; 

a determiner, sur cette distribution, la transition de 
1' amplitude de 1' emission optique lors du passage du 
front de gravure, ladite couche a mesurer a ladite 
couche sous-jacente ; 

a calculer, a partir de ladite distribution et de 
ladite transition, l'epaisseur de ladite couche a 
mesurer, par correlation a cette transition sur cette 
distribution . 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise 
en ce que ladite composante spectrale de ladite couche 
sous-jacente est une longueur d'onde d' emission 
remarquable caracteristique de ladite couche sous-jacente. 

3. Procede selon la revendication 1 ou 2, 
caracterise en ce que la couche a mesurer etant constitute 
par la deuxieme couche d'oxyde de silicium et la couche 
sous-jacente etant constitute par une couche d' arret en 
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nitrure de silicium, ladite composante spectrale de ladite 
couche sous-jacente est la raie SiN a 405 ram. 

4. Proc6d§ selon 1 1 une des revendications 1 a 3, 
caracterise en ce que ladite correlation, sur cette 

5 distribution, a la transition de l 1 amplitude d' emission 
optique est proportionnelle au temps de gravure s6parant 
1' amplitude de 1' emission optique en debut de gravure, 
constituant une amplitude de reference, d'une augmentation 
de 50% de cette amplitude de reference sur ladite 

10 distribution. 

5. Procede selon la revendication 4, caracterise 
en ce que le calcul de ladite 6paisseur de ladite couche 
a mesurer est effectue a partir d'une combinaison lineaire 
reliant ledit temps de gravure et l'epaisseur calculee de 

15 la couche a mesurer. 

6. Procede selon 1 1 une des revendications 1 a 5, 
caracterise en ce que l'etape consistant a suivre 
1 ' avancement du front de gravure est effectuee au moyen 
d ! un monochromateur . 

20 7 . Dispositif de mesure en temps reel de 

l'epaisseur d'une couche d'un circuit integre, cette 
couche a mesurer etant deposee sur une couche sous- 
jacente, caracterise en ce qu'il comporte au moins en 
combinaison : 

25 - un reacteur de gravure d'un substrat de circuit 
integre, ce reacteur etant muni d'une fenetre optique F 
permettant 1 ' observation optique du produit de 
gravure ; 

un monochromateur dont la longueur d'onde est centree 
30 sur une valeur caracteristique de la couche sous- 
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jacente permettant de delivrer des valeurs d' amplitude 
d 1 emission optique du produit de gravure ; 
des moyens de calcul de la position temporelle duree de 
l'atteinte de la couche sous- jacente par le front de 
gravure et de l'epaisseur effective de la couche a 
mesurer par combinaison lineaire reliant cette 
epaisseur a la duree de l f atteinte de la couche sous- 
jacente par le front de gravure. 
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